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(54)  TARGETANORDNUNG

(67) Die Erfindung bezieht sich auf eine Targetanordnung grofSﬂachlger Targets bei der
Verwendung von Hochrate-Zerstaubungsquellen. Ziel ist es, in diese Quellen dielektrische Targets, .
schwerbearbeitbare Metalltargets, Mosaiktargets und Mischtargets 6konomisch einbauen zu
kénnen, ohne durch mechanische Bearbeitung komplizierte Targetformen heérstellen zu mussen
Dazu wurde eine Targetanordnung entwickelt, deren Wesen darin besteht, da3 zwischen einem
Target und einem Targettrager eine weichlotfahige Metallschicht und eine Weichlotschicht:
angeordnetsind. Anwendungsgebiet ist die Beschlchtungstechmk im besonderen bei Verwendung

von Hochratezerstaubungsque!len an 1
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"Targetanordnung’

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Targetanordnung groBflachlger
Targeta fiir die Beschichtungstechnik, im besonderen fiir
Hochratezerstaubungsvorrichtungen.

"Chargkteristik dexr bekénnten technischen Losungen

" Bei der Verwendung vorn Hochrate-Zerstdubungsquellen ent-
steht wihrend der Zerstdubung auf der Sputtertargetoberflé-

che Wdrme, die durch geeignete KiihlmaSnahmen abgefiihrt wer-

den muB, um eine Targetiiberhitzung ?ﬁ vermeiden., Diese Wér-

meabfilhrung erfolgt im allgemeinen iiber die Targe%ruckseite

- durch Wasserkiihlung, wobei direkt und indirekt gekilhlte.

j Targets eingesetzt werden.

Direkt gekiihlte Targeta werden iiblicherweise aus leicht be-
arbeitbaren Materialien nach zerspanungstechnischer Vorbe--
reitung an die Zerstdubungsquelle angeschraubt (Schiller
et.al., Thin Solid Films 40.(1977) 327). Es existieren auch
- Targets mit Klemmkonstruktion, wobei der Klemmring durch
das Target iberdeckt wird, um eine Zersiliubung der Klemm-

~ vorrichtung v51lig euszuschliefen. Diese Konstruktion be-
dingt eine komplizierte Randform des Targets, die sich nur
bed leicht bearbeitbaren Materialien Skonomisch herstellen
laB8t. Bei indirekt gekiihlten Targets muB der zu zerstéuben~
de Teil mechanisch fest, gut wﬁrmeleitend'und‘elektrisch

* leitend mit einer metallischen Trigerplatte verbunden sein.
Dafiir werden Klebeverbindungen (DE-0S 2608323), Klebe- und
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Lotverbindungen (DE-OS 2923174) sowie Eutektlkumslotver— |
 bindungen (US 4272355) angewendet. '

Die Klebeverbindungen haben den Nachtell daB dle Kleber
nach dem Aushiérten nicht plastisch verformbar sind und da-.
~durch starke mechanische Spannungen auftreten. Bei groBe- 1
ren Targetabmessungen versagt diese Methode, de die mecha~ .
.nischen Spannungen zu groB werden und zum Bruch des Tar-
gets oder der Kleberschicht fithren. AuSlerdem ist bei ge-
lklebten Targets ein Targetwechsel ohne Zerstérung der
Klebeverbindung unmbglich, wodurch einerseits oft das |
elgentllche Sputtertarget zu Bruch geht und andererseits'_
anhaftende Kleberreste eine Wiederverwendung der Target- E
tréigerplatte erschweren. Butektikumslstverbindungen sind .

- mit einem hohen Herstellungsaufwand verbunden, ohne Zer~

: storung nicht auftrennbar und beherbergen hohe mechanische_
i Spannungen.

'_z:‘.el ‘der Erfindung , ,
Das Ziel der Erfindung ist es, groBfléchige Targets fir
die Zerstiubungstechnik mittels einer einfachen Targetanord-

nung, welche mit geringem technischen und Okonomischen Auf—
wand realisierbar ist, zu befestlgen. '

Darlegung.des'Wesens der Erfindung

Aufgébe'der Erfindung ist es, eine Anordnung zum Befesti-
.gen groBflachiger Targets, beispielswelse dlelektrlscher _‘
Targets, schwerbearbeitbarer Metalltargets Mosaiktargets‘
und Mischtargets, auf einem metallischen Targettrédger zu |
schaffen, dabei mechanlsche Spannungen zu vermeiden und zu
ermoglichen, daB eine zerstorungsfreie Entfernung von Tar-
get und Targettrdger und somit eine Wiederverwendbarkeit
des Targettrigers moglich ist,

Erfindungsgemés wird diese Aufgabe dadurch geldet, daB zwi-
schen dem Target und dem Targetirdger eine welchlotfahige
Metallschicht und ¢ine Weichlotschicht angeordnet sind.

i
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Bine vorteilhafte Targetanordnung besteht darin, daB auf

die gereinigte Targetrdckseite schwerbearbeitbarer Metall-
targets, die zur Verbesserung der Haftfestlgkeit sputter~-
gedtzt ist, mittels Hochratezerstéubung bzw. Bedampfung

eine weichlotfdhige Metallschicht aufgebracht ist, und zwi~
schen dieser und dem Targettrager sich eine Welchlotschicht _
befindet. - ‘ ' : -

Fine ‘andere Targetanordnung, welche vorzugswelse fdr ai-
elektrische Targets und Mischtargets anwendbar ist, besteht
darin, daB auf die sputtergelitzte Targetruckseite zunachst

. eine Haftzwischenschicht und anschlieBend ohne Vakuumunter-
brechung eine weichlstfdhige Metallschicht aufgebracht sind.

g Auf dem so vorbereiteten Target befindet ‘gich die. Weichlot~

i schicht als Verbindung zZum Targettrhger.

.AusfuhrungsbeiSpiel

Die Erfindung soll nachstehend an zwei Ausfuhrungsbeispie~
len erléutert werden. Es zeigen :

Fig. 1 eine Targetanordnung ohne Haftzwischenschlcht und
LFig. 2 eine Targetanordnung mit Haftzwischenschicht.

_ Eine Ausfﬁhrungsform besteht aus einem Molybdan—Target 1,-
“auf das eine weichldtfdhige Metallschicht 3 aus Kupfer mit
einer Dicke von lo/um durch Sputtern aufgebracht ist., Zur
Verbesserung der Haftfestigkeit der Metallschicht ist zu-
vor die Targetoberflache im selben VakuumprozeB sputterge-
&tzt worden. Die Metallschicht 3 ist iber eine Weichlot~

schicht 4, einem Zinn-Blei-Lot, mit dem Targettrdger 5
verbunden. Dieser Targettriger 5 besteht aus Kupfer und
wird im Betriebsfall ruckseitig gekuhlt vorzugsweise uber_
eine Waaserkuhlung. )

Eine andere Ausfﬁhrungsform besteht aus einem Target 1 aus -
: Silizium, auf das nach einer Sputteratzreinlgung elne Haft~
s zwischenachicht 2. sus Nickel 60/Chrom 40 mit elner Dicke’

- von 200 nm und anschlieBend eine weichlgtfihige Metall-
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schicht 3 aus Kupfer mit einer Dicke von 10/um durch Sput-
tern in einem Vakuumprozeﬁ aufgebracht sind. Auf dem 80
vorbereiteten Target 1 befindet sich die Welohlotschlcht 4

' aus Indium, die die Verbindung zum Targettrager 5 bildet.



'Effindungéansprudh'

1.

'Targetanordnung, vorzugswelse fiir groBflachlge Targets,

bestehend aus denm elgentlichen Target, beispielsweise
dielektrischer Targets, schwerbearbeitbarer. Metalltar~

-gets, Nosaiktargets und Mischtargets; und einem metal-

lischen Targettriger, gekennzeichnet dadurch, daB auf
dem gereinigten Target (1) eine welchlotféhige Metall-~
schicht (3) aus beispielsweise Kupfer angeordnet ist
und zwischen dieser und dem Targettréiger (5) sich eine
Weichlotschicht (4) befindet.

Targetanordnung nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch,
daB sich zwischen dem Target (l) und der welchlotfahl—
gen Metallschicht (3) eine Haftzwischenschlcht (2) be-
findet. '

Targétanordnung nach Punkt i und 2, gekennzelchhet da-

- durch, daB die Haftzwischenschlcht (2) aus Chrom,'

5.

Nlckel oder Verbindungen dieser Materlalien besteht.

<Targetanordnung nach Punkt 1 bis 3, gekennzeichnet da- .

durch, daB als Target (1) Materialien wie Silizium,
Molybdan Wolfram, Tantal, Titan, Platin, Chrom, Nickel . -
bzw. Verbindungen dieser Stoffe eingesetzt sind., '

Targetanordnung ‘nach Punkt 1 bis 4, gekennzelchnet da-

' durch daB8 der Targettr&ger (5) aus Kupfer besteht..

Hlerzu 1 Seite Zeichnung .
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Fig. 1
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